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Układ zawiera osiem przerzutników typu za t r zask /latch/ 
z n ieza leżnymi ośmioma wy jśc iami 1Q 8Q /równoleg łe 
w y j e c i e danych/ i jednym wspólnym wejśc iem DI - DATA 
INPUT /szeregowe w e j ś c i e danych/.Każdy z przerzutn ików 
może być indywidualn ie adresowany 3-bitowyrn słowem a -
dresowym podanym na w e j ś c i a AQ t A,,. 
Wysoki stan w e j ś c i a WE /WITE ENABLE/ zamyka w e j ś c i e DI 
/DATA INPUT/. 

We jśc i e CLR /CLEAR/ w s tan i e wysokim z e r u j e zawartość 

wszys tk i ch ośmiu przerzutn ików. 

UMad wyprowadzeń Tabela f u n k c j i i stanów l o g i c z n y c h 

UDD CLR WE Dl 8Q 70 5Q 50 

nm psi tui n3i ra M M r̂ i 

D 

LilUJLłlLiJlsJleJLzJliJ 
A0 A, A2 10 2Q 30 40 Uss 

7 4 7 2 4 

Parametry dopuszczalne 
/U^ = 0 7/ 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
Wartość 

Oznaczenie Nazwa Jedn. 
min max 

UDD Nap ięc ie z a s i l a n i a V - 0 , 5 +20 

U I Napięo ie we jśc iowe V - 0 , 5 UDD + ° ' 5 

T I Prąd we jśc iowy tnA -10 +<0 

PD Moo rozpraszana mW 500 

tamh Temperatura o toczen ia w c za s i e 
praoy 

MCY 7 4 . . . . N °C -40 +85 

MCY 6 4 . . . . N °C 0 +70 

t 8 t g Temperatura przechowywania °C -55 + 1 25 
« 

MCY 74724N 
MCY 64724N 
Ośmiobitowy adresowalny 
przerzutnik typu zatrzask 

Informacja wstępna 

MSI C M O S 
Bramka aluminiowa 

Obudowa CE 71 

Wejśc ia Funkcje układu 

WE CLR PRZERZUTNIK 
ADRESOWANY 

PRZERZUTNIK 
NIEADRESOWANY 

0 0 POWTARZA DANE 
2 WEJŚCIA DI 

PAMIĘTA 
POPRZEDNI STAN 

0 1 

SPEŁNIA FUNKCJE 

POWTARZA DANE 
Z WEJŚCIA DI 

MULTIPLEKSERA 1 z 8 

ZERUJE 
ZAWARTOŚĆ 

1 0 PAMIĘTA POPRZEDNI STAN 

1 1 ZERUJE ZAWARTOŚĆ 

64 



Parametry charakterystyczne statyczne 

Wartoś6 Waraaki poaiarn 
o i u l t l u w J»dn. âmb sin 25' 'c *a«b aaz DI 

nic MU •la typ •BZ triu •ax LTJ [ T ] W 

I D D Prąd sasllania 
w stania mpo-
osynku jiA 

5 
10 
20 

100 

0,04 
0,04 
0,04 
o,oa 

5 
10 
20 

100 

150 
300 
600 

3000 

0(5 
0(10 
0j15 
0)20 

5 
10 
15 
20 

UIH iwpięois wsi-
polowa w stanie 
wysokla T 

3,5 
7 

11 

3,5 
7 

11 

3.5 
7 

11 

0,5(4,5 
1}9 
1,5(13,5 

9 
10 
15 

lteplfola we J' 
ściofe w stenie 
niakis. f 

1,5 

4 

1 , 5 
3 
4 

1,5 
3 
4 

0,5|4,5 
U9 
1,5(13,5 

5 
10 
15 

Trąd w«3śoiowy pA ±0,1 £ 1 0 - 5 ± 0 , 1 • 1 0;1B 18 

BOH •apifoia wyj-
ście** v stania 
*y*OklB 

T W ^ - O . O S N R A - O , O 5 0 B E - 0 , 0 5 5 (10(15 

H OL S»pifoie wyj-
ściowa w etanie 
nisk in 

V 0,05 0 0,05 0,05 0 ' « D D 
5(10(15 

1 0 R Prąd wyjśoiowy 
w e*arii® wysokim 

ak 

- 0 , 6 4 
- 2 
- 1 , 6 
- 4 , 2 

- 0 , 5 1 
- 1 , 6 
" 1 , 3 
- 3 , 4 

- 1 

-3,2 
- 2 , 6 
- 6 , 8 

-0,36 
-1,15 
-0,9 
- 2 , 4 

O;5 
0!5 
0(10 
0(15 

6 
2,5 
9,5 

13,5 

5 
5 

10 
15 

J 0 L S)rs|4l wyjźeiowy 
w ptasie niski- m 

0,64 
1,6 
* . 2 

0,51 
1.3 
3 . 4 

1 
2.6 
6,8 

0,36 
0,9 
2 , 4 

0 ( 5 
0;10 
0 (15 

0,4 
0,5 
1,5 

5 
10 
15 

t a B b - l n - -40°C dla MCT 64.. . . i 0°C dla HCT 74.... 

t b - +85°C dla MCT 64 i +70°C dla KCT 74.... 

Parametry charakterystyczne dynamiczne 
A a m b = +25°C, t = t f = 20 ns , Cj - 50 p? t HL== 200 k f l / 

Ozna- Nazwa Jedn. 
Wartość Warunki 

pomiaru 
*DD [ 7 3 

ozen i e 
Nazwa Jedn. 

t y p oa z 

Warunki 
pomiaru 
*DD [ 7 3 

t P I H 

t PHL 

Czas p r o p a g a c j i smiany s y -
gnału z n i s k i e g o na wysoki 

C»as p r o p a g a c j i smiany s y -
gnału % wysokiego na n i s k i 

DI — n Q 
/1/ 

ns 

200 
75 
50 

400 
150 
100 

5 
10 
15 

Czas p r o p a g a c j i smiany s y -
gnału z n i s k i e g o na wysoki 

C»as p r o p a g a c j i smiany s y -
gnału % wysokiego na n i s k i 

WE — nQ 
/2/ ns 

200 
80 
60 

400 
160 
120 

5 
10 
15 

A „ _ i — nQ n _ 1 /9/ ns 
225 
100 

75 

450 
200 
150 

5 
10 
15 

t P H l Czas p r o p a g a c j i zmiany s y -
gnału z wysokiego na n i s k i CŁR — n Q 

/3/ ns 
17S 
80 
65 

350 
160 
130 

S 
10 
15 
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od. tab l . 

Ozna-
czenie Nacwa tTedn. 

Wartość Warunki 
pomiaru 
% ) [ V ] 

Ozna-
czenie Nacwa tTedn. 

typ max 

Warunki 
pomiaru 
% ) [ V ] 

*TLH Czas narastania sbooza sy-
gnałów wyjściowych ns 

100 
50 

200 
100 

5 
10 

tTHL Saas opadania sbooza sygna-
łów wyjśoiowyoh 40 80 15 

tW mill Minimalna ssserokość impulsów 
DI 

A / ns 
100 

50 
40 

200 
100 
80 

5 
10 
15 

200 400 5 
V i -

/8/ 
ns 100 

- 65 
200 
125 

10 
15 

CLB 
/5/ ns 

75 
40 
25 

150 
75 
50 

5 
10 
15 

tSD Czas przygotowania danych 
wejśoiowyoh przed przy j -
ściem narastającego zbocza 
sygnału zapisu WE 

DI — i i 
/6/ ns 

50 
25 
20 

100 
50 
35 

5 
10 
15 

*H Czas przetrzymywania danyoh 
wejściowych po przejśoiu 
narastającego zbocza sygna-
łu zapisu We 

DI —- WB 
RU 

ns 
75 
40 
25 

150 
75 
50 

5 
10 
15 

CI Pojemność wejściowa PP 5 7,5 

n m 1 -r 8 

Aaleinotci czasowe i definicje parametrów dynamicznych 


